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Układ do skracania czasu przełączania przerzutnika zwłaszcza
tranzystorowego przerzutnika dwustanowego

Przedmiotem wynalazku jest układ do skracania
czasu przełączania przerzutnika zwłaszcza tranzys¬
torowego przerzutnika dwustanowego, dla zwięk¬
szenia granicznej częstotliwości jego działania.
Wynalazek znajdzie zastosowanie w układach li*
czących oraz formujących impulsy.

Znany przerzutnik dwustanowy przedstawiony
na fig. 1 rysunku zawiera pracujące w układzie
wspólnego emitera tranzystory Tl, T2, typu pnp.
W szereg z wejściowymi sprzęgającymi kondensa¬
torami Cl, C2, włączone są diody bramkujące Dl,
D2. Jako diody zabezpieczające bazy tranzystorów
włączone są diody D3, D4. Diody D5, D6 dołączono
do dzielników oporowych Rf, R2 i RS, R4, zabez¬
pieczają tranzystory przed nasyceniem. Jako wew¬
nętrzne pojemności sprzęgające włączone są kon¬
densatory C3, C4. Oporniki obciążenia R5, R6, po¬
łączone są z ujemnym biegunem napięcia pracy
— Ul, zaś dodatni biegun napięcia zatykającego
+ U2, dołączony jest do oporników R7, R8. Po¬
nadto występują pojemności międzyelektrodowe
tranzystorów: pojemność emiter-baza Cebl i Ceb2
na wejściu i kolektor-baza Ccbl i Ccb2, na wyj¬
ściu przerzutnika.

Czas przełączania przerzutnika ograniczony jest
stałą czasu, która daje się regulować tylko do
granicy narzuconej przez parametry własne ukła¬
du. Pojemności emiter-baza oraz kolektor-baza li¬
mitują wielkość pojemności sprzęgających. Zwięk¬
szanie częstotliwości przełączania powyżej tej gra-
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nicy powoduje zmianę punktu pracy przerzutnika,
uniemożliwiającą dalsze jego działanie.

Znany jest również układ przerzutnika z tranzy-
torami dodatkowymi w układzie wtórników emite-
rowyeh. Układ ten powoduje poprawę parametrów
wyjściowych przerzutnika lecz nie poprawia pa¬
rametrów wejściowych.

Celem wynalazku jest zmniejszenie wpływu po¬
jemności własnych układu przerzutnika, a co za
tym idzie zmniejszenie stałej czasu, zaś zadaniem
wynalazku jest opracowanie odpowiedniego układu
elektrycznego dla osiągnięcia tego celu.

Cel ten został osiągnięty przez opracowanie
układu do skracania czasu przełączania przerzut¬
nika zwłaszcza tranzystorowego przerzutnika dwu¬
stanowego, który ma włączone równolegle do opor¬
ników obciążenia dodatkowe tranzystory, tym' zna¬
miennego, że emitery dodatkowych tranzystorów
są połączone poprzez oporniki z włączonymi rów¬
nolegle do wejściowych sprzęgających kondensato¬
rów diodami. Diody te posiadają czas przełączania
znacznie dłuższy, niż pozostałe diody i tranzystory
układu.

Wynalazek zostanie bliżej objaśniony w przy¬
kładzie wykonania na schemacie ideowym przed¬
stawionym na fig. 2, gdzie odpowiadające sobie
elementy z fig. 1 i fig. 2 zostały jednakowo ozna¬
czone i mają takie samo działanie.

W przedstawionym na fig. 2 schemacie w wy¬
konaniu dla tranzystorów typu pnp, dioda D7 jest
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włączona równolegle do wejściowego sprzęgające¬
go kondensatora Cl, zaś dioda D8 równolegle do
wejściowego sprzęgającego kondensatora C2. Dioda
D7 jest połączona poprzez opornik R9 ograniczają¬
cy prąd z emiterem dodatkowego tranzystora T3,
włączonego równolegle do opornika R5 obciążenia
tranzystora Tl, zaś dioda D8 poprzez opornik RIO
z emiterem dodatkowego tranzystora T4, włączo¬
nego równolegle do opornika R6 obciążenia tran¬
zystora T2.

Włączone w obwody emiter-baza tranzystorów
T3, T4 diody D9 i D10 zabezpieczają bazy tranzys¬
torów przed dodatnimi impulsami.

Wyjście przerzutnika Wy połączone jest z emi¬
terem dodatkowego tranzystora T3, zaś wyjście
wewnętrzne, punkt połączenia kondensatora C3 i
opornika Rl, z emiterem dodatkowego tranzysto¬
ra T4.

Dodatkowe tranzystory T3 i T4 są typu impul¬
sowego, zaś czas przełączania diod D7 i D8 jest
znacznie dłuższy, niż pozostałych' diod i tranzysto¬
rów układu, będących typu impulsowego, dzięki
czemu diody D7, D8 programują działanie wtór¬
ników emiterowych w sposób umożliwiający przy¬
spieszone rozładowanie pojemności wejściowych
w pierwszej fazie przerzutu.

Działanie układu według wynalazku jest nastę¬
pujące.

Układ znajduje się w jednym ze stanów stabil¬
nych do pojawienia się impulsu. Zakładamy, że
przewodzi tranzystor Tl, zaś tranzystor T2 jest
zatkany. Baza tranzystora Tl polaryzowana jest
napięciem ujemnym z emitera dodatkowego tran¬
zystora T4 poprzez kolektor tranzystora T2.

W tym czasie dodatkowy tranzystor T3 jest zat¬
kany, natomiast przewodzi dodatkowy tranzystor
T4 i przez diodę D7 płynie niewielki prąd, zaś
przez diodę D8 płynie maksymalny prąd wyzna¬
czony wartością opornika RIO. Baza tranzystora
Tl ma niewielki potencjał ujemny, zaś baza tran¬
zystora T2 ma niewielki potencjał dodatni, ponie¬
waż w chwili przewodzenia tranzystora Tl jest
polaryzowana z wtórnika emiterowego który sta¬
nowi dodatkowy tranzystor T3, niewielkim napię¬
ciem ujemnym, oraz poprzez opornik R8 napięciem
+ U2. Na diodzie D8 ustala się niewielkie napięcie
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ujemne, a w związku z tym dioda D2 spolaryzo¬
wana jest w kierunku zaporowym. Dioda D7,
przez którą płynie niewielki prąd ma napięcie blis¬
kie zeru, za tym dioda Dl jest spolaryzowana w

5 kierunku przewodzenia.
Dodatni impuls przychodzący na wejście układu

We, przechodzi poprzez diodę Dl blokując tran¬
zystor Tl, na którego kolektorze ma być napię¬
cie i poprzez wtórnik T3 i oporniki sprzęgające

10 R3, R4 oraz poprzez kondensator C4 przenosi się
na bazę tranzystora T2. Pojemność Cl zostanie
rozładowana, przy czym nastąpi gwałtowny wzrost
prądu dodatkowego tranzystora T3. Ponieważ dio¬
da D7 ma długi czas przełączania, prąd płynący

15 przez opornik R9 od wtórnika T3 najpierw roz¬
ładuje wejściowy kondensator sprzęgający Cl, a
po tym popłynie dopiero przez diodę D7 (po cza¬
sie przełączenia diody D7, który jest dłuższy od
czasu rozładowania kondensatora Cl).

20 Impuls dodatni wchodząc na wejściowy kon¬
densator sprzęgający C2, ładuje go dodatnio, lecz
kondensator ten jest bardzo szybko rozładowywa¬
ny dużym prądem płynącym przez dodatkowy
tranzystor T4.

25 W przypadku zastosowania tranzystorów typu
npn, należy zmienić ustawienie diod w układzie.

Dzięki zastosowaniu układu według wynalazku,
umożliwione zostało co najmniej dwukrotnie zwięk¬
szenie częstotliwości pracy przerzutnika.
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Zastrzeżenia patentowe

1. Układ do skracania czasu przełączania prze¬
rzutnika, zwłaszcza tranzystorowego przerzut-

35 nika dwustanowego, który ma włączone rów¬
nolegle do oporników obciążenia dodatkowe
tranzystory, znamienny tym, że emitery dodat¬
kowych tranzystorów (T3, T4) są połączone po¬
przez oporniki (R9, RIO) z włączonymi równo-

40 legie do wejściowych sprzęgających kondensa¬
torów (Cl, C2) diodami (D7, D8), czas przełą¬
czania których jest znacznie dłuższy, niż pozo¬
stałych diod i tranzystorów układu.

2. Układ według zastrz. 1, znamienny tym, że za-
45 wiera diody (D9, D10) włączone w obwód baza-

-emiter dodatkowych tranzystorów (T3, T4).
*
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